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※概要（Summary ）： 

MEMS デバイスをウエハレベルで真空封止する技

術を開発する。 
少なくとも一方に構造体を形成したシリコンウエ

ハ2枚を共晶接合により接合し、内部を気密封止する。 
ウエハレベルで真空封止をすることにより、工程数の

削減、封止面積の縮小が可能となり、従来の MEMS
デバイスと比較して小型・ローコストを実現すること

ができる。 
 
※実験（Experimental）： 
・利用した装置のリスト 
B16：アライメント装置 
B17：基板接合装置 
B27：赤外線透過評価装置 
・実験内容 
共晶材料をパターン形成した 2 枚のシリコンウエハ、

をアライメント装置で合わせ、基板接合装置で接合し、

赤外線透過評価装置で接合状態を評価する。基板接合

時の温度・時間等のパラメーターを最適化する実験を

行った。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
接合条件の最適化により、デバイスに必要な封止性能、

せん断応力を確保した。 
・実験結果（デバイスのサイズ□2.5×1.6mm） 
リークレート：＜1E-12（Pam3/sec） 
せん断応力：＞60N 
 

※その他・特記事項（Others）： 
ウエハレベルパッケージプロセスを用いて業界最高

水準となる小型・ローコストの RF スイッチを実現し

た。 
今後はデバイスの完成度を高め、上市に向けた取り組

みを行う。 
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RF Characteristics of the RF-MEMS switch 
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Schematic structure of the RF-MEMS switch 


